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窒化ガリウム（Gallium Nitride: GaN）結晶はその大きな絶縁破壊電界や飽和電子速度から、高

効率パワーデバイス材料として期待されている。近年、GaN 自立基板の品質が向上しつつあるこ

とから、GaN on GaNでのパワーデバイスに関する研究も盛んである。そのような中で我々も結晶

成長から加工、結晶評価、プロセス、デバイス評価と様々な分野において研究に取り組んでいる。 

以下に、そのいくつかについて具体的に述べる。まず GaN 自立基板を用いたデバイスの実用化

を考えた際に基板の価格が非常に高いことがひとつの大きな障壁と考えられる。この課題に対し

て我々はレーザスライスという手法を用いて、GaN 基板の薄化、切りしろ削減に取り組んでいる

(図１)。また、品質は向上しつつあるものの GaN 自立基板には依然として多数の転位が存在し、

製法によるが貫通転位密度にして 104～107 cm-2と、既にパワーデバイスとして多数の実用例があ

る Siや SiCに比べて 2 桁以上多い。貫通転位は、GaN縦型パワーデバイスにおいても、逆方向耐

圧時にリーク電流の原因となることが報告されており、現状ではデバイスの作製・評価は転位と

付き合いながら行う必要がある。これに対して我々は転位の簡便な判別手法（図 2）や 3 次元的

な転位の挙動詳細観察、各転位がプロセス・デバイスにどのような影響を与えるかについて調査

を行っている。本講演では上記以外にも、パワーデバイス向けの結晶成長、イオン注入による p

型の作製、各面方位を用いた際のデバイス特性等、GaN パワーデバイスに関する取り組みを紹介

し、GaN という材料がパワーデバイスでの実用化に対してどの程度まで進んできているのかにつ

いての紹介としたい。 
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Fig.1 a Picture of sliced GaN substrate. 

Fig.2 (a) Retardation image and (b) X-ray topography 

image of same position. Red circles indicate the position 

of contrast in retardation image. Some dislocations can be  

observed in (a). 
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